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1. Взаємодія п'єзоелектричних полів із двовимірним електронним газом у системі резонатор LiNbO3 -
шаруватий напівпровідник

2. Interactions of piezoelectric fields with a two-dimensional electron gas in a "LiNbO3 - layered semiconductor"
resonator

Реферат:
1. Дисертація присвячена теоретичному та експериментальному вивченню ефектів взаємодії носіїв заряду з
п'єзоелектричними полями, генерованими електропружними коливаннями в шаруватих структурах типу
п'єзоелектричний резонатор LiNbO3 - напівпровідникова гетероструктура. В роботі запропоновано
функціонал і схему вибору базисних функцій для врахування граничних умов ковзкого чи жорсткого
акустичного контакту при моделюванні електропружних коливань структури п'єзоелектрик - напівпровідник
в рамках варіаційного методу Релея - Рітца. Теоретично та експериментально показано, що при
електропружних коливаннях в досліджуваній структурі, тангенціальні відносно границі поділу складові
вектора напруженості п'єзоелектричних полів призводять до перерозподілу носіїв заряду в площині
квантової ями у відповідності з просторовим розподілом п'єзоелектричного потенціалу, що проявляється в



модифікації спектрів і просторових розподілів фотолюмінесценції. В роботі також експериментально
показано, що нормальна до границі поділу складова вектора п'єзоелектричного поля стимулює процеси
вертикального перенесення заряду внаслідок тунельних механізмів.

2. Thesis is devoted to theoretical and experimental studies of interaction between a charge carriers and
piezoelectric fields generated by electroelastic vibrations in a sandwich structure, including the piezoelectric
resonator LiNbO3 and low-dimensional semiconductor heterostructure. A functional and set of trial functions for
the account of the rigid and slippery boundary conditions in a vibrating piezoelectric layered structure based on
the Rayleigh-Ritz method is presented. It is shown, both theoretically and experimentally, that tangential
components of a piezoelectric field lead to redistribution of charge carriers in the plane of a quantum well, which
follow the piezoelectric potential distribution and to changes of the spectral and spatial distributions of the
quantum well photoluminescence. It is also shown that the normal component of a piezoelectric field stimulates
the perpendicular charge transport processes in the structure LiNbO3- semiconductor heterostructure due to
tunneling mechanisms.
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